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           DC/DC – преобразователи для защиты USB портов
               Компания TI представила DC/DC - преобразователи TPS2500 и TPS2501, предназначенные для защиты портов USB. Выходной ток может быть задан внешним резистором и варьируется в пределах от 130 мА до 1400 мА. Встроенный стабилизатор напряжения имеет КПД более 94%, напряжение питания 3.3 В при типовом значении тока для USB. Це... далее...

        

        
           DC/DC – преобразователи для военных и аэрокосмических приложений
               Компания VPT представила DC/DC - преобразовательные модули серии VPT100. Преобразователи имеют выходную мощность до 100 Вт и способны работать в параллельном включении (до 5 модулей) для создания систем большой мощности. Диапазон входного напряжения составляет от 16 В до 40 В, выходное напряжение 3.3 В, 5 В, 7 В, ... далее...

        

        
           NXP Semiconductors: курс на совместные проекты с участниками  российского рынка полупроводников
           6 октября 2009 г., Москва &ndash; Вице-президент компании NXP Semiconductors и генеральный директор направления исследований Ханс Райнс (Hans Rijns) принял участие во Втором Международном форуме по нанотехнологиям RUSNANOTECH 2009, который проходит с 6 по 8 октября 2009 года в Москве. Господин Райнс...Подробне... далее...
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